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Epitaxial growth of InN， asa key t.echnology for device applicat.ion of IllN， has beell 
studied using the metalorganic chemical vapor deposit.ion (MOCVD) t.echnique and Si 
andαAh03 as substrates. It is found that the use of N2 carrier gas provides an InN 
growth condition with a relieved sho1'tage of active nitrogen， compa1'ed with the use of 
H2 ca1'rie1' gas. The surface nit1'idation of both the substrates is found to have important 
effects on the crystalline quality of grown IllN films. Surface allalysis with RHEED and 
XPS have revealed that silcon llitride of amorphous phase is forrned before and during the 
growth on a Si(1l1) subst1'ate surface at a relatively low temperature (--500 OC). This is 
the major cause for poorly-or吋'ientedor polycrystalli山neIn止N白臼1mgr‘ owt.h on Si subst1'ates. 
Ni比tr吋-idatiollof α一A1203(0001) s飢lrf，仏'aceおSflお'oundto occur at a temperatu山rehi吋gherthan 
800 OC. The nitridation bril1gs about a remarkable improvemellt of heteroepitaxial InN 
film quality， because an AIN is fo1'med on α-A1203 surface and the lattice mismatch is 


















法 (5) スパッタリング法 (6)，ECR-MBE法 (7)などが主に検討され，基板にはα-A1203基板が
主に用いられている.しかし ，Si基板上へのInN成長はまだ報告されていない.1 nNと Siとは
結品構造が異なるが， Siの(111)面と InNの (0001)面とは額似した原子配列を有することから，





エチルインジウム (TE1)およびトリメチルインジウム (TMI)を， Nの供給源にアンモニア
(NH3)を用い，キャリアガスには高純度H2あるいは高純度N2を使用して，減圧(約0.1気圧)






















































































































































































3. 2 S i(11)基板上への1nN膜の成長









は説明できない.すなわち， 1 nN (0001) 
/ Si (111)の格子不整合率は約8%である
のに対し， 1 nN (0001) /α-Ah 0 3 (0001)で
LJ 8 
(a)3500C (on S i) (b) 400"C (on S i)
は[1010J 1 nN / / [1010Jα-Ah03の場 (c)5000C (on Si) (d)5000C 
合，格子不整合率は約26%であり， [1010J (on α-Ah03) 
1 nN// [1120Jα-A1203の場合約29%で 図8.各成長温度におけるSi，α-A1203上
ある.以下に述べるように，図8(d)は窒化 のInN膜のRHEEDパターン
したα-A1203基板上に成長した InN膜の結果で、あるが，この場合には基板表面にA1Nが形成さ
れるために格子不整合率は約13%にまで低下する.このように，いずれの場合にも， 1 nN (0001) 









T ~<400"Cでの多結晶化は析出物の表面移動度 勺 120














o : 1.2x 1 05 





























O ・:on Si 中断熱処理回数の増加とともに， S i基板上1nN膜の 口.: onα-A1203 








以上示したように， Si基板上の InN膜はT~>450oCで多結晶化し，また， 6000Cでの成長中断熱
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上し ，T NH3=900oCでは良好な単結晶膜 (singledomain膜)が得られる.図15には，このようにし
て成長させた InN膜のRHEEDパタ}ンにおけるLlBのTNH3依存性を示した.LlBはTNH3の増
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定のもとにそのa軸方向の格子定数を求めた結 (b) T NH3=900oC 
図16.窒化処理したα-Ah03基板の
(a) T NH3=500oC 





RHEEDパターンと基板の向きとの関係から， 1 nN ， AIN，α-Ah03の間の結晶方位の関
係は，
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